Transistor

{{opprydning}}

thumb|Transistor (til høyre) sammenlignet med et lite batteri.

'''Transistoren''' er en elektronisk komponent som ble funnet opp ved Bells laboratorier i 1947. Den er en sentral byggesten i mye av elektronikken. Man skiller mellom bipolare transistorer og felteffekttransistorer.

''Den bipolare transistoren'' består av 3 lag halvledermateriale kalt base, emitter og kollektor. Halvledermaterialet kan være germanium, silisium eller karbon. I dag er silisium det vanligste materialet å bruke. Vi har to typer transistorer, den ene er NPN som leder når basis er positiv i forhold til emitter, og PNP som leder når basis er negativ i forhold til emitter.

Den bipolaren transistoren fungerer ved at den begynner å lede strøm mellom emitter og kollektor når det settes spenning på basen. Transistoren begynner å lede når spenningen mellom base og emitter overstiger kontaktpotensialet i PN-overgangen (ca 0,7V). Kollektorstrømmen vil da følge EbersMoll-ligningen:

· IC = IS*exp(VBE/vT)
Transistoren fungerer som en forsterker ved at mengden strøm fra kollektor til emitter øker når strømmen fra base til kollektor øker.

Transistoren kan benyttes i en rekke ulike konfigurasjoner. Felles emitter benyttes til spenningsforsterkning, felles basis til impedanstilpasning og felles kollektor til utgangstrinn.

''Felteffekttransistoren'' finnes i to utgaver, ''JFET'' og ''MOSFET''. I digital elektronikk er MOSFET i dag fullstendig dominerende.

MOSFET har tre terminaler, kalt source, drain og gate. Når en positiv spenning påføres gate, dannes det en deplesjonsregion under gate. Når potensialet mellom gate og source overstiger en terskelspenning, åpnes en resistiv kanal mellom source og drain. 

Så lenge transistoren er i lineærregionen, dvs at VDS er mindre enn VGS-Vt, vil strømmen flyte fra drain til source etter likningen

· IDS = K(W/L)((VGS-VT)VDS -0,5VDS*VDS)
Når VDS overstiger VGS-VT, vil transistoren gå over i den aktive regionen (metningsregionen). Her vil strømmen gjennom transistoren ideellt sett kun være avhengig av spenningen på gate. I realiteten vil kanallengdemodulasjon føre til at strømmen også er svakt avhengig av VDS:

IDS = (K/2)(W/L)(VGS-VT)(VGS-VT)(1+(VDS/VA))
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